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免責事項：この SEMI スタンダードは，投票により作成された英語版が正式なものであり，日本語版は日本の利用者各位の便宜の 
ために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます｡ 
 

SEMI M61-0307 
埋め込み層付きシリコンエピタキシャルウェーハの仕様 

 
 

本スタンダードは，global Silicon Wafer Committee で技術的に承認されている。現版は 2006 年 11 月 21 日，

global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2007 年 2 月に www.semi.org で，そして 2007 年

3 月に CD-ROM で入手可能となる。初版は 2005 年 7 月に発行された。 
 

1  目的 

1.1  シリコンエピタキシャルウェーハの中には，エピタキシャル層の下に埋め込み層が形成されているものが

ある。  本仕様はそのような埋め込み層付きのエピタキシャルウェーハの特性について規定するものである。 

2  範囲 

2.1  本仕様書はフォトリソグラフィ，埋め込み層，およびエピタキシャル層形成後の埋め込み層パターンに関

連する埋め込み層付きシリコンエピタキシャルウェーハの特性を規定している。 

2.2  本仕様書はそれぞれ基板とエピタキシャル層の特性を規定している鏡面単結晶ウェーハの仕様（SEMI 
M1），およびディスクリートデバイスアプリケーション向けのシリコンエピタキシャルウェーハ仕様（SEMI M2）と共に

使用する。 

2.3  埋め込み層付きエピタキシャル層に適したEDI コードリストは，SEMI M18 に記載されている。 

注意： このスタンダードはその使用に関連したすべての安全問題を取り扱うことを意図していない。このスタンダ

ードの使用者は，その責任において，適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し，また使用前に法規制

やその他の制限への適用性を判断するものである。 

3  参照スタンダードおよび文書 

3.1  SEMI スタンダード 

SEMI M1 — Specifications for Polished Monocrystalline Silicon Wafers 

SEMI M2 — Specifications for Silicon Epitaxial Wafers for Discrete Device Applications 

SEMI M18 — Guide for Developing Specification Forms for Order Entry of Silicon Wafers 

SEMI M20 — Practice for Establishing a Wafer Coordinate System 

SEMI M59 — Terminology for Silicon Technology 

SEMI MF26 — Test Methods for Determining the Orientation of a Semiconductive Single Crystal 

3.2  ANSIスタンダード 1 

ANSI/ASQC Z1.4 — Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes 

3.3  JEITAスタンダード 2 

EM-3501 — Standard methods for determining the orientation of a semiconductor silicon single crystal 

注意： 別途指示のない場合，引用されたすべての文書は最新の出版バージョンである。 

                                                           
1 American National Standards Institute, New York Office: 11 West 42nd Street, New York, NY 10036, USA. Telephone: 212.642.4900; Fax: 
212.398.0023 Website: www.ansi.org. 
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4  用語 

4.1  シリコンウェーハとシリコン技術に関する一般用語はSEMI M59 に記載されている。 

5  発注情報 

5.1  この仕様に提示されているシリコンエピタキシャルウェーハの発注は，表 1 注文書フォーマットの仕様（埋

め込み層付きエピタキシャルウェーハ用）のPart 4 の§4-1 から§4-3 に記されている項目を含めなければならない。

他の規定されている特性は，必要に応じてフォーマットの§4-4 に追加する。 
 

5.2  さらに，発注情報は以下の情報を含めなければならない。  

• SEMI M1 の発注仕様書 Part 1（一般情報）に記載されている材料 

• SEMI M1 の発注仕様書 Part 2（鏡面ウェーハまたは基板）に規定された適切な特性を持つ基板ウェーハの仕

様，そして  

• SEMI M2 に規定されたエピタキシャル層用の仕様 

注 1: 単一結晶のオリエンテーションについては別途 SEMI MF26 および JEITA EM-3501 に規定されている。 

5.3  注文書には以下の項目が含まれなければならない。 

5.3.1  ロット受入判定手順。 

5.3.2  証明（必要な場合）。 

5.3.3  梱包とマーキング要求事項。 

表 1  注文書フォーマットの仕様：Part 4 埋め込み層付きのエピタキシャルウェーハ 

項目 仕様 

1 フォトリソグラフィ特性 
4-1.1 マスク ID [   ] Number: [         ]; [ ]None 

4-1.2 合わせ精度 X 最大 [   ] µm, Y 最大 [   ] µm; 
参照位置（ウェーハ座標システム）： x [   ] mm, y [   ] mm; θ  最大 [   ]° 

4-1.3 パターン線幅公差 公差 ± [    ] µm 
2 埋め込み層特性 
4-2.1 ドーパント [ ]B; [ ]P; [ ]Sb; [ ]As 

4-2.2 拡散深さ（xj） 基準 [  ] ± 公差 [  ] µm 
4-2.3 シート抵抗 基準 [  ] ± 公差 [  ] Ω/sq 
4-2.4 パターン段差 高さ 基準 [  ] ± 公差 [  ] nm 
4-2.5 欠陥密度（エピ成長前） > [ ]/cm2 

3 EPI 後の埋め込み層パターン特性 
4-3.1 パターンシフト比 基準 [  ] ± 公差 [   ] 
4-3.2 パターン歪み比 最大 [   ] 
4 他の特性 
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